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L* invention due a Toy ok i TAKEMOTO, est relative & nn dis- 
positif & circuits integres a semi-conducteurs du type MOS, ou 
transistor a grille isolee, cojr.pprtant un circuit porte a plu- 
sieurs entrees h transistors MOS complements ires-, destine a &tre 
5 utilise dans des circuits portes tels que des circuits "NON^ET" 
ou »NI" et dans des circuits "Lecture de memo ire: exclusivement* 
qui constituent le fbndement de tous les circuits logiques. 

D'une maniere geherale, un circuit porte "NON-ET" ou "NI ■ 
a plusieurs entrees cbrajpbrte un etage d'attaque utilisaht des 

10 transistors MOS et un etage de charge utilisant une resistance 
ou uri transistor MOS. Dans un dispositif & circuits integres, le 
nombre d • interconnexions est un probleme important, aussi bien 
que le nombre d>Sl4mtots* Oaris m tels circuits: portes h plu- 
sieurs etftrees toutefois, la reduction du npmbrfe dfes interconnex- 

0. ions s * est- accompagnee d'une augmentation de ia cotisommation de 
puissance* En outre 1' augmentation de la vitesse de reporise 
s 'est accpmpagnSe elle aussi d'uhe augmentation de la eonsomma- 
tion de puissance. 

Dans' ces conditions , uh: but de 1 1 invention est de fournir 

20 un dispositif at circuits integres k s eroi-conducteurs du type MOS 
comprenant un circuit porte & plHsieurs eiritr^es d£ structure 
simple et preseritant relativement peu d 1 interconnexions. 

Un autre but de !• invention est de fournir un dispositif 
h circuits integres k semi-conducteurs du type MOS comprenant 

25 un circuit porte h plusieurs <sritr£es de faible cbnspmmation 
de puissance- 

Uh autre but de 1 ^ihveritiph est de fournir un dispositif 
.j£ circuits integrfe & s emi -condu c teur s du type MOS cbmprenant un 
circuit porte h plusieurs entries cpmportant un petit nombre 

30 d ••elements assurant un; fdnctionnement rapide £t une ; cpnception 
cte; circuit facile. 

Selon un mode de realisation de i^inveiition, il est pr£vu 
iin dispositif -k circuits integres k semi-cpMucteurs du type 
MOS comprenant un circuit porte \ plusieurs entrees comportant: 

35 un etage d'attaque eohtenant un certain nombre de transistors 
MOS aux electrodes de command e respective s des que is sont appli- 
ques des signaux d' en tree et pr esentant une borne de sortie commu- 
ne; une charge connective entre la borne de sortie de 1 'etage 
d'att^que et une borne d • une source de tension et comprenant 

40 une resistance ou un transistor MOS; un transistor MOS d»un type 

♦ - ■■ v.. '* '* 
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de Gonductibilite different de celui des divers transistors 
MOS de l»£tage d'attaque, branch^ entre la borne de sortie et 
la borne de la source de tension precitees; et un inverseur MOS 
complemen taire , conneete entre cette borne de sortie et cette 
5 borne de source de tension et dbnt la sortie est relive a !• elec- 
trode de commande du transistor MOS pricite d • un type de conducti- 
bilite different. Ce dispositif a circuits ihtegres a semi- 
t:bnducteurs du type MOS 'petit assurer un f onctionnement rapide 
ayec une faible consommation de puissance et preseijte un norabre 
10 reduit d 'elements :et. d f interconnexions ♦ 

D'autres bu£s, carac teris tiques et avantages de l f inven- 
tion ressOrtiront mieux de la description detaillee ci-dessous 
de certains de ses modes de realisation, pris a ti tre illustratif 
mais tiullement iimitatif > effectuee en se refer ant auk dessiris 
%5 annexes dans lesquels : 

-la figure la est un schema d 1 tin circuit porte «■ NI v 
classique & dix entrees, a transistors MOS compl£men;fcaires , 

-la figure lb est une vue en plan schematlgue d\un dispo- 
sitif; k circuits ini^pls: classique a semi-conducteiirs du type 
20 MOS, eorresporidan t au schema de circuit de la f igure la$ 

-la figure 2a est un schema d f uh circuit: porte sflfl-ffi clas- 
sique a trois entrees, utilisant des transistors, bipolaires \ 

-les figures 2b, 2c, 2d, et* 2^ sont des sch£mas d.» autres 
circuits portes "NI" a trois entries utilisant des transistors 
25 MOS it canal N dans l^tage d'attaque et comme charge respective^ 
;ment uri transistor MOS ■& canal N enrich! , un transistor MOS a 
canal N appauvri, un transistor MPS k canal P et une: resistance; 

-la f igure 3a est un sch(5ma : d'un circuit porte *NI" k 
dix entrees conf orme A un mode de realisation de 1 Vinventiqh; 
30 -la f igure 3b est une vue en plan schematique d f un dispo^ 

sitif it circuits integres a semi^onducteurs du type MQS, eorres- 
pondant au schema de circuit de la f igure 3a; 

-les f igures 4, 5 , 6 et ? sont des diagrammes de circuits 
porte **NI ,t Si dix entrees conformes k d^autres modes de real is a- 
35 tion de l f invention; ' 

-la figure 8 mpntre les earact&r is tiques de f on c t iqnneroen t 
du circuit de la figure 3a compares, a celles; du circuit de la 
' figure 2b, et 

-la figure 9 mpntre les carac teris tiques de f on ctipnhemen t 
46 du circuit de la figure* 7, utilisant une resis taiice comme charge, 
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compares a celle? du circuit de la figure 2b. 

Pour une meilleure comprehension de 1* invention, on 
decrira en premier lieu xxn certain nombre de circuits fortes 
k plusieurs entrees, elassiques. 
5 Les figures la et lb representent un circuit porte 

«NI» class ique a dix entrees , qui utilise des transistors MOS 
complementaires. Sur ces figures, un etage d»attaque D i est cons- 
titu^ de transistors d'afctaque MOS a canal N, d^signSs par les 
references num&riques 1 a 10 dont les bornes de sortie sprit reu- 

10 nies en une borne de sortie commune 0 1 qui d^liyre un signal de 
sortie. Une charge & t est cpnstituee par autant de transistors 
de charge MOS a canal P qu*il y a de transis tors d • attaque ; ces 
transistors de charge* designs par les references numeriques 
11 i 20 spht months en cascade entre la borne de sortie 0 t et 

15 une borne S'- a d» une source de tension % laquelle est appllqu^e uri* 
tension continue V^. Les electrodes de cdmmahde des diyers tran- 
sistors 1 a 10 et 11 a 20 scmt; al.ijflentges Si i'alde de; signaux 
d f entr4e par les bdrne^ £ f electrodes de cdmmande n^ a n^ 0 - 
Les transistors 1 et li> par exempie, sont aiiment£s 1 1 aide 

20 d f un signal d 'entree par la borne d Electrode de. cpimaande Oj. 
Dans ce circuit, ce n* est que lorsque tous les signaux dVentrSe 
son t au niveau *0* W Volt) que tous les transistors 1 & 10 de 
i'eta'ge d » attaque sont non cohduc teurs et que tous les transis- 
tors MOS 11 a 20 de la charge R^ sont conducteurs, pour fournir 

25; une tension de niveau "i* < ?nn> * la sortie Une 

cauracteristique de' ce cirCTit reside dans le fait que les tran- 
sistors li a 20 tie l^itage de charge R^ ne peuvent Jamais Stre 
OJnducteurs simultan^ment lorsque l»un guelconque des transistors 
1 & 10 de 1 • etage 4 f attaque est conducteur; de ce f ait k auCun 

30 moment un courant continu ne petit s'^coul^ entre la borne de 
la source et la masse et la cOTspmmation de puissance est tr&s 
faible* Pour cette raison ce circuit a spuverit <§te utilise comme 
circuit porte a plusi^ur^s entrees . Dans le cas; de dix entries 
toutefois, dix transistors MOS a canal V et dix autres trahsis- 

35 tor S MOS a canal N dwiennent n^cessaires et, du fait que les 
entrees de qdsnmande -pour les transis tors MPS a canal P et N cor- 
respondents sont communes^, au moins orize interconnexions L^ h L tl 
sont necessaires. Comme on le volt sur la figure % qui montre 
schema t iquemen t eiri plan la structure d'un disppisitif a circuits 

40 IhtSgr^s correspondent au circuit de la figure la, plus il y adt 
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transistors MOS de types de cpriductibilites differentes, plus il 
y a d' Interconnexions 1^ a X tf Ceci est desayantageux pour la 
conception d'un dispositif k circuits integres. Par fexempie, en 
ne tenant compte que de ces interconnexions, il est necessaire 
5 de disposer pnze f ils d , aluminium de 10 microns de largeur qui 
Pccupent une surface ayant une largeur de 220 microns, Dans ces 
conditions un grand homhre d » inter connexions accroissent beau- 
coup la surface d* une pastille s emi^cdnduc tr ice . 

Afin d'eliminer cet inconvenient, on a propose les cir- 
10 Suits suivants. La f igure 2a montre un circuit ^NI W a trois 

entries qui utilise des transistprs bipolaires, dans lequel trois 
transistors 21,22 et 23 comportant des electrodes de cpmraande 
correspond antes n %% , n^ et spnt cPnnect£es en parallele et j 
constituent uri etage d'attaque et dans lequel un autre transistor j 
15 as, de polarity diif&rente de eel les des transistors 21 k 23 est 
connects entre la borne de sortie commune 0 ? et une borne S 2 
d*une source de tension, Une tension continue V nn est appliquee 
k la borne S 2 et un signal de sortie est pr£ley£ Ma borne de 
sortie 0 2 . La figure 2b montre un autre mode de realisation de 
20 circuit «NDC W classique a trois entries, dans lequel trois tran- 
sistors MOS a canal N 31, 32 et 33 constituent un etage d'attague 
et un autre transistor MOS k canal H 34 cons titue uh etage; de 
charge. Les r&drences n 31 , % ? et %j d£signent des bornes 
d» entree, 0 3 dSsigne une borne de sortie et S3 une borne de sourr 
25 ee de tension. Les figures 2c, ; 2d et 2e montxent d*autres modes 
de ^alisatlph de circuits k trois ehtr^^s dans iesqueis 

la charge est cpnstituee respectiyement par un transistor MOS 
d u type appauvri 44, un transis tor MOS k canal P 54 et une resis- 
tance 64. Les references n 41 k n 43 , n_ st & n 53 et n 6l k desi- 
30 gnent des bornes d • entree (> 4 ,0 5 et 0^ designer* des bornes de 
sprtle et 3 4 , S $ et S§ des bbrnes de source de tension. Dans 
les circuits "Hi" reprisentes sur les f igures 2a k 2e, blen 
qu ^ la surface necessaire aux in t^ connexions salt grandement 
reduite, un courarft eontinu peut s'ecouler ehtre la borne de la 
35 source de tension et la masse lorsque 1 • un quelconque des trail- 
sistprs de 1* £tage d'attaque, 41 k 43, 51 a 53 ou 61 k 63* est 
conducteur. En outre, pour augmenter la vltesse de f bnctionnemen t, 
un couraht intense et par consequent une forte consommation de 
puissance son t n^cessaires. Les figures 2a a 2e considerent le 
4C cas de trois entries Dans le cas de dlx entrees il faut 



i 
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u tills er dix transistors dans 1 ret age d'attaque pour bbtenir des 
caract er i s ti ques aha 1 ague's > 

On va dicrire ma intenant des modes de realisation conformes 

a 1* invent ion. 

5 Lja f igure 3a mpntre un mode die realisation d f uri circuit 

«NI» a dix entries, realist cpnf ormement a 11 invention. D ix : 
transistors MOS k canal N 71, 72, ...SO, sont connected eh p*ralleie 
entre une borne de sortie 0^ et la masse pour constituer un etage 
d'attaque D^. Des signaux d •entree sont appliques a partir des 
^0 'bornes d •Electrodes de commande correspond antes • • * n so* Un 

transistor MOS du type enrich! a canal N 81 est cbrihecte entre 
la borne de sortie 0 ? et une borne S ? de source de tension, pour 
consti tuer- une charge. Une tension - d • al imen ta tion V^ issue d*urie 
source est appliquee a la borne S ? . L ^electrode de commande du 
i5 transistor MOS 81 est egalement cortnectee a la borne 3^ de la 

source de tehsibn. Un transistor MOS du type enrichi k canal P 82; 
est; connecte aussi entre la bprire % de ia source de tension de 
la borne de sortie G ? . Les transistors -MOS a cariaux N et P, 83 
et 84 constituent un inverseur MOS cbmplementaire 90 qui est 
connecte entre li bbrne S ? de la spurge et la borne de sortie Q ? 
et applique le signal de sortie a I'llectrpde de cbn^andie du tran- 
sistor a canal P 82?:. La f igure 3b montre schema tiquement en plan 
structure d'un dispositif s emi^cbridUcteur a circuits integres 
correspondant au circuit Pbrte Si dix entries. Comme on le 

25 vbit sur qette figure, par comparaison avec le dispbsitif classic 
que represents sur la figure lb, le nombre d'eleraents et la sur- 
face jdBSt ihterbonnexions (zone hachurise) sont Gbh^id^blemeirtt 
r&iuits . En efiet, dans le circuit; de it* f igure la le nombre 
des inter cbnnex ions qui peut poser -des dif f icultes dans la 
conception d«uh dispbsitif $ circuits intSgres est de ohze » tan- 
dis que dans' le circui/t de la figure 3a il h'y en a que trois: 
l if 1 2 et 1 3. En outre, la totalite de la surf ace du semi-cohduc- 
teur peut aussi £tre rlduite jusqu'a un tiers de celle du dis- 
pbsitif cTassique. 

On va deer ire main tenant le f onctionnement du circuit 
porte «Nir« a dix entrees de la f igure On supppser* ici que 
la tension V m de la source est de 5 Volts et que chacune des 
tensions d' entree aux bornes n J% h" ftg Q est de 5 Volts- pour le 
niveau H M et d* ^0" Volts {potentiel de la masse) pour le ni- 
veau "0". Dans ces conditions la tension de sortie a la borne 
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die sortie 0 ? est de 5 Volts- pour le niveau "1" et de 0 Volts 
P°ur le niveau "0*. Pans ce circuit porte mi?- 9 la tension de 
sortie k la borne de sortie 0^ he prend le niveau "i» que lors- 
que toutes les tensions d'eiltrfe aux bornes n ?1 & n 8Q ont le 
niveati »0 M . Lorsque l f une quelconxjue des tensions d * en tr^e a le 
niveau »V' f au mpins un des transistors de I'etage dWtfkgue 0 2 
est conducteur ., ee qui ajiene la borne de sortie 0 7 au potentiel 
de la masse, c :, -estr&-dire au niveau "0". Dank cet £ta£* du f^it 
quB le signal d:««nw4s de lt(&mersmr compl^mentaire ftQ, c-*est^ 
;§L-d&re la pension de sortie a la borne 0 7> est au niveau *0 w t la 
sortie de llinverseur coir^l^i^htaire 90 est au niveau » i * . Alors, 
du fait que le transistor MOS; du type & canal £ 84 est |, l; f '&ta;fc 
conducteur, la tension V &i) >( 5 Volts) de la source est appliquee 
ik 1^ electrode de ebimanda du transistor MO'S du typie i canal P 82 
e fc, dans ces condi tions , le tres is tor MOS a canal P 82 es;t a, 
i'dtat noh -conducteur. LofSque toutes les tensions d 1 entree 
aux diver ses bornes d* entree sont au niveau «0'-% la tension a 
la borne de sortie 0^ augmente i^bgressivement a trayers le 
%*atns;isi^ de. : charge MOS % canal N 81 qui esfc tou jours & I'etat 
conducteur. Du fait que la borne de sortie 0 ? est conriect&e & 
la. borne d^entree de 1 1 Inver^eur complementaire MOS 90, ce der- 
nier ies;t- :connecte : , tres rapidement, pour fournir tin; signal de 
sortie de tiiveau "O". Aldrs le signal de commande du ixansistpr 
MOS a canal P 82 dSyieM e<jal a 0 Vol t et ce teansisifcor M0& a 
canal P 12 est rendu ^i^^^g^tt jfliei. ce gait le potentiel a la 
borne de sortie 0j r augmente rapidemen t jusqu < a la yaleur, de la 
tension V^^ de la source, •c r es / t-4^ire au niveau "l". Le circuit 
repr^Sjeht^ sur la figure 3a est un-; circuit porte ^Rp* a dix; en- 
trees, roais ll peut Itre : facil(sanent trans forme eii uii c^cui/t 
*NCW^E¥ n I dix entries eh ,rempla<?ant tous les transistors de 
i^ffea^e df^ttaque par; des; te^nsistprs MOS &; ctn^i < : 3?\ le tran- 
sistor de charge MOS du type enrichi & canal N 81 par un transls- 
t^Ty MOS du type enrichi $1. canal P, le trans is tor S cam 1 P8 2 
par un transis tor MOS k canal N, la tension appliquee k la borne 
S j de la source par le potentiel de la masse es t la tension 
recueillie sur les transis tors MOS k canal P de 1 • etage d * a ttaque 
par ( par exemple 5 Volts). Ainsi, lorsque tous les ilenierits 
composants sauf 1 ' inyer s eur cpmpl ertien ta ir e 90 sont inyerses t on 
peut db ten ir uh circuit porte "NON-JET" a dix entries • En outre, 
si, dans le circuit -de ia figure 3a, toutes les en;triee^ ; sont 
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alimen t#es k travers des inverseurs et si aussi la. sortie est 
prelevde a travers on Jjiyerseiir, on peut obtenir un circuit "NON- 
ET" a dix entries. 

Dans le mode de Realisation represente sur la figure 3a, 
5 un transistor MOS du type enrichi a canal N 81, dont !• electrode 
de copvamie est connectee k une source, de tension, est utilise 
CQmme charge. D'autres modes de realisation de circuit "NI W a dix 
Entrees; utllisanjt un autre Element comme charge soht repr^sentes 
sur les figures 4 a 7 dans lesquels I'etage d 'attaque -D^ l*ih- 
10 verseur MOS complementaire 90 et le transistor MOS a canal P 82 
spnt les m&mes que eeux de la figure 3a. 

- Dans le circuit de la figure 4, la charge est constitute 
par un transistor^ MOS du type enrich! a canal N 91 dont l'elec- 
trpde de cornmande S Q est connectee k une source de tension dif- 
15 fSrente. Dans le circuit de la figure 5, la charge est constitute 
par uh transistor MOS du type; appauvri i&. canal N 101 dont 1 f elec- 
trode de cornmande est reliee k la borne de sortie Q^; Dans le 
circuit de la figure 6 la charge est cphstltni^e -par un transistor 
Mds du type enrichi ■* canal P ordinaire 111 dont I'^lectr^pde de 
20 cpmmande est mise a la masse.. Dans le cir^it de la figure; 7, 
la charge est constitute par une resistance 121 (par exemple de 
100 kliohms). Les c^act&Iistiqpes de r^ponse des circuits repr 4- 
sent&s sur les f igures 4 a. 7 spnt presque les mSmes quje celles 
du circuit de la figyre 3a. D^tre party oh peut obtenir un cir- 
25 cult "NON— ET W en Inversaht la tension de la source, en remplaq;a:nt 
les transistors MOS k canal N de iritage d'attaque par des: tran- 
sistors MOS k canal P et le txansistor MOS a canal P 82 par un 
transistor MOS k canal N et pour les clrc^Iiis: des; figures 4 et 5 
en ; remplaQant -en outre le transistor MOS de charge 91 ou 101 par 
30 un transistor MOS du ^type enrichi S canal P f pour le circuit de: 
la figure % on peut obtenir uh circuit pprte "N0N-ET" k dix en- 
tries, d'une manlfere vanalpcfue en utilisant comme charge uh trah* 
'sgsWp MOS du type appauvri k canal N dont 1 Vdlectrode de cornmande 
est alimentee. par la. source de tension V DD , pour le circuit de 
35 la figure 7 t du fait que la charge est une -resistance, on peut 
obtenir un circuit "NON-ET" & dix entrees en inversaht simple-. 
men fe la polarity des transistors MOS de I'etage d'attaque et du 
transistor MOS & canal ?• 

Oh va prpceder maintenant & la cpmparaison des caract&cis- 
40 tiques .de f orictipnnement du circuit «NJ« i dix entrees de la 
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figure 3a e t du circuit *N$" a txois entrees de la figure 2b, 
car kc tlr is tique s ; qui sont representees sur la f igure 8, dans 
la quelle les abscisses representent le temps T et les brdonnees 
le rapport v - 0 ua/ V DD de la *«^iPJa cte sortie V 0UT k la tension 
5 V^ D de la source. La figure 8 montre en effet comment varie en 
fonc.tion du temps le rapport V 0UT /Y DD t tiepuis le niveau "0» 
jusjqu^au niveau *lf% La tension de la source est de 5 Volts et 
la capacity totale de la charge C L de 0*2 pF. Les courses en 
trait interrompu A et B representent la r£ponse du circuit pprte 
10 W NI M de la figure 2b lprsque le courant reeueilli est respecti- 
vement de 50 micro-amperes et de 10 micro-amperes • Dans le cir- 
cuit de la f igure 2b 11 y a lieu de remarciuer que la tension de 
sortie ri'atteint pas exaGtement celle fburnie par la source. 
Pour la courbe A, il faut environ 0, 05 mlcrosecondes pour que la 
15 tension de sortie atteigne la rooiti£ de la tension V DD de la 

source. Pour la courbe B pour laguelle le courant recueiiliii est 
redult % lp micro -ampferes t/ 11 faut environ 0, 5 micrd-seconde 
* . ( ^n .repf^sente sur la f igure) pour que; la tension de sortie at- 
teigne la mbitie de la tens ion V 0D de la source. Ainsi, dans le 
20 circuit, de la f igure 2b, le courant recueilli Ip ( et pa# conse- 
quent la ppnsommation de puissance) devraient Stre augment^s 
s uf f 1 s ammen t pour bbtenir uhe cpimrru ta tibn rapide • 

Les cqurbes en trait plein C et D representent la reppnse 
du .cixcui^t^de la figure 3a, dans laquelle, le courant recueilli 
25 i D est respectlvement de 50 micr6 r amp^ejs et de 10, microamperes. 
Pour, 3§a courbe C ( I D = 50 micro-amperes) le temps n£cess;aire 
pour gue ia tension de sortie, a^mente :<de; i6& a 90% de la 

ten^ibn V DD dje la source Cc^est^a^dire le> temps de cqm^^tipn 
| la fermeture ou, h, la coupure) 'est; d f environ 0,015 micro-seconder 
3p Ppiir la cbtirbe 0 ( 10 micro-ampferes ) le temps hecessalre. 

ik la tension de sortie pour afcteindre la mbitie de la tension 
de la source est le mime que dans le cas du circuit de la figure 
.£br». lprsque le courant recueilli est de 50 micrb-amperes. Ainsi, 
dans ie circuit de la f igure 3a.-,, pour obteiiir la commutation 
35 dans le m§me temps que dans le circuit: de la figiire 2.K pour l D = 
50 micro-amperes, le courant reGueilli lp peut etre reduit a :un 
cinqui&me, c^est-a-dire h 10; microamperes. 

La ralsbn die cette augmentation de la Vitesse de commuta- 
tion r£sulte des considerations suivantes. Dans le circuit de 
40 la figure 3a, le transistor de charge MOS a canal N 81 sert 
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uniquement a declencher la commutation de 1 1 inver seur MOS 90 
et ce dernier proquit urie action de commutation rapide et amene 
rapidemerit, par 1 1 inter^diaire^ du transistor MOS k canal P 6.2, 
la borne de sortie 0 7 a la tension V< DD de ,1a source,. Dans ces 
5 conditions la yttesSe de .cprm^ta tion peut §tre ; au§wentee. Habiw 
tuellement, seuls les transistors MOS qui ont uih conductance 
mutuelle (g^) suff isamment f aible peuvent, du point de vue du 
•foncMonnement du circuit Stre utilises comme transistors MOS 
^ de charge 34 et 81. Pour: cette raiSph, le fonptionheme'iit du 
iO cir cuit de la f igure 2b eta i t inevi tablemen t lent . Dans le cir- 
cuit de la figure 3a, tou tef bis la conductance mutuelle (g m ) du 
transistor MOS a canal P 82 peut Stre prise beaueoup plus grande 
:> (par example cinq f ois plus grande) que celle du transistor 
v MOS de charge 8i et, de ce fait, la vitesse: de commutation peut 
15 etre fprtement augntent^e, Ainsi , du fait que le transistor MOS 
a canal P 82 n»est conducteur que lorsque tous les transistors 
_ MOS d e 1 ? e tiagfe d f attaqiie sont nbn cbnduc teurs » le transistor 
- - MOS k canal P 82 peut avoir une conductance mutuelle (g- ) plus 
~ v grande cpife celle du ixansistpr MOS de; charge 81. Dans ces cbndi- 
t&onsy dans le circuit de la f igur e 3a il n? est pas :n6 ces s aire 
de regler 4* une man £&re pr Seise le rapport des resistances des 
V. Stages; d f attaque e t de charge, aii cpurs du traitem^t de ia pas- 
. , tille pour f abriquer le circuit integr^. En outre, ce circuit 

•iest du type i rapport de transMissibn i^i^^r^ft et, de ce fait 
2 5 la tension de s or tier ne ;demeure pas inf &rieure a la tension iie 
la source et varie exac tement de 0 Vbl t : k la tension de la 
source., comme le iriontrerit les courbes G et D de la figure 8. 

7. 

La figure 9 en outre montre une coraparaison de la vitesse 
de commutation des .c^aiits' des figures 7 et 2e qui utilisent 

3Q comme charge une resistance 123 ou 64. lies 'abscisses, et les or- 
djpnnees repr^'sentent respectiyement le temps T et le rapport 
y 0UT /y DE>t de la m§me mahiere que sur la figure ;6v ba courbe en 
trait interrompu A de la f igure 9, represente la caracter is tique 
du circuit de la f igiire ;2e lorsque Iq « 50 mi«b-^p!P^^B et la. 

35 courbe en trait pie in B represente la caracter is tique, du circuit 
de la f igure 7 lorsque I 0 » 50 miero-amp^i:e&. Dans les deux cas 
la, resistance 6-4 : bu 121 est de 100 kiiohms. Sur les courbes A et 
B or* peut voir que le temps de commu ta tion. >d,u circuit, de la 
figure 7 est r^duit k moins d»un quart de eel u i du circuit de 

40 la f igure 2e« 
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Comme il res sort de la description qui precede, dans un, 
dispositif -h circuits integres k semi-cphducteurs du type HQS 
cortforme & Irinventibn, comportant tin circuit porte a plusieurs 
entrees, le nombre des interconnexions peut £tre redu.it autaht 
qu 1 il est possible tout en satisfaiisaht aux conditions de rapi- 
dite de reponse et de f aible cons omma tion • 

Comme il va ;de spi et comme il r^sulte cPailleurs de j a de 
ce qui prfrcede, l 1 invention ne se limite nullement St ceux de ses 
modes d 1 application et de realisation qui bht et£ plus; speciale- 
ment envisages $ elle en embrasse, au eontraire, tbutes les 
var iahtes • 
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-RBVENDICATIONS— 

1. - Dispositif a circuits int^gres a semi-conducteur du type 
MOS comportant uh circuit porta & plusieurs entrees, caracterise 
en ce qu'il comporte: 

5 -un etage d* attaque comprenant un certain rtombj?e de tran- 

sistors MOS, aux 4leet*qdes de comroande respectives desquels 
sont appliques des signaux df en tree et ayant une borne de sortie 
cqramunev. 

-une charge connectee entre la borne de sortie de 1» etage 
10 d'attaque et une borne: d « une source de tension; 

- un transistor MOS d 1 un type de cohducfci^ilite different 
de celul des transistors MOS precites de ! • etage. d'attaque, 
branche entre la borne de sortiie et la borne de source de tension 
precitees -.et 

15 -un inverseur MOS complimentaire, cbhnecte entre ladite 

bprne de sortie et la borne de source de tension, dont la 
sortie est relive a 1 Electrode de commande du transistor MOS 
d •un type de conductibilite* differ ent> 

2. ~ Dispositif a circuits lntegr£s a semi^onducteur's du 

20 type MOS seloi* la revendicatipn 1,> caract&ise en ce que : la char- 
ge- est constitute par un transistor HQS, du type enrichi du meme 
type de conductibilite que celle des transistors MOS de 1 1 etage 
d'attaque, dont ie drain et 1 'electrode de commande sont relies 
en commun a la source de tension- 

25 3v- Dispositif & cfcuifes int&gres a s emi-conduc teur s du type 

MOS selon la revendication 1* caracterise en ce que la charge est 
cohstituee par un trails tor MOS du type enrichi, du «£me type 
de conduetibilitt que celui des: transistors MOS de i^tage d^tta- 
que, dont 1 •electrode de commande est cbnnectee a une squrce de 

30 tension differente. v 

4.>- Dispositif a circuits integres h s emi-cpnduc teur s du type 
MOS seion la revendication 1, caracterise en ce que la charge est 
constitute: par uri transistor MOS du type enrichi d*un type de qon- 
ductibilite different. 

35 5.w Dispositif a circuits integres a semi-conducteurs du type. 
MOS selon la revendication ±i caracteris4 en ce que la charge 
est const! tuee par une resistance. 

Dispositif II circuits Integres k semi-cohducteurs du type 
MOS, comportant un circuit porte a plusieurs entries, caracterise 

40 en ce ^u f il comporte : 
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- un certain nombre de transistors MOS, cprmectes en parallfele 
entre uhe borne de sortie commune et une borne de source de ten- 
sion commune et dont les electrodes de commande spnt connectives 
a des bqrnes d f entree d iff ^rentes, 

5 — une charge connectee entre la borne de sortie precit^e et une 
autre borne de source de tension et 

- des mpyens de cour t-cir cu i tage corinect&s en parall&le sur la 
charge et d^clenches par une variation, superieure h une valeur 
predetermin^e de la tension a la borne de sortie, ces mpyens pre 

10 s en tan t une vi tes s e de cp^uta tipn 6l ey4e * 
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FIG. 7 VOD VDD VDO 
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